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Kristalyos anyagok szdmos fizikai tulajdonsagat alapsetmeghatarozza a mikroszerkezet. A mik-
roszerkezet szemléltetésének fontos modszere az eleklomszkopia. A legalapvébb mikroszer-
kezeti tulajdonsédgok a kristalyhibak tipusa, sirlségel@szlasa valamint a szemcse-, illetve krisz-
tallit szerkezet. Az elektronmikroszkopia mellett az égggfontosabb alternativ médszer a réntgen
vonalprofil analizis (RVPA). Ez a modszer alapyern a kdvetke mikroszerkezeti tulajdonsagokrol
ad felvilagositést: (i) krisztallitok méret@rés méreteloszlasrdl, (ii) krisztallitok alak anizotiéja-
rél, (iii) diszlokaciok strliségét, tipusardl és eloszlasarol, valamint (iv) rétédési hibak illetve iker
hatérok strliségélés tipusarol. A disszertacidban bemutatom a mikroszetkegfontosabb iroda-
lomban fellelhed modelljeit, illetve eredményeimet melyek ezek tovalbsgtésével kapcsolatosak,
ismertetem a RVPA fontosabb médszereit a klasszikusakti\ke a legujabb irodalomban fellelbet
modszerekig. Munkam legjeldéigebb része a RVPA olyan mddszereinek a kifejlesztéseyaknal
kulénb6d kristalyhibak fizikai tulajdonsagai alapjan modellezilbatgendiffrakcids vonalprofilokat.
Ezeknek a modellezett vonalprofiloknak a mérésekkel vataesetésdtl, a kifejlesztett modszerek
segitségével megkaphatjuk a vizsgalt anyag mikroszetikeaeameétereit. A kidolgozott mddszerek
alkalmazasaval meghatarozom szamos kuloéakaig/ag illetve anyagcsalad mikroszerkezeti tulaj-
donsagait, valamint azt, hogy ezek hogyan valtoznak megnkidzs mechanikai vagy termikus ke-
zelések hatasara.
Ennek a munkanak a soran kapdtbb Uj tudomanyos eredményeim a kdvetdez(i) Meghataroz-
tam gomb- [S1], illetve forgasi ellipszoid alaku, lognotim@néreteloszlasu koherens domének méret
profil figgvényeit és azok Fourier transzformaltjat [S4, S6, S8]. (ii) Kidolgoztam a deformacios
profil felhasznalasanak médszerét a diszlokaciok Wilkétesmodellje és az atlagos kontraszt fakto-
rok modellje alapjan [S4, S6, S14]. (iii) Az elméleti mérés-deformacios profilok alapjan médszere-
ket dolgoztam ki a mikroszerkezet paramétereinek megbeddéra rontgendiffrakcios mérésékb
(a) a teljes Fourier transzformaltak, illetve teljes irtiédisprofilok egylttes illesztésével (Multiple
Whole Profile Fitting: MWP) [S4, S6], illetve (b) a teljes @mzitas spektrum konvolucios illesz-
tésével (Convolutional Multiple Whole Profile Fitting: CMRY [S14]. (iv) Barki szamara elérliet
programcsomagot fejlesztettem ki ezekhez a modszerede5p, S14]. (v) Az MWP eljaras alap-
jan megmutattam, hogy: (a)@&eljesen alakitott Ti-ban a diszlokaciosirlisédfa0 2 atlagos értéket
ér el, 6sszhangban az elektronmikroszkopos vizsgélakakkabbd, hogy ilyen deformélt allapotban
donBen a <a> és <c+a> tipusu csuszasi rendszerek dominalnak$32, S22], (b) a PbS (galenit)
orlésével és bkezelésével késziilt mikroszerkezeti allapottérképjatamegallapitottam, hogy az ie.
3500 Egyiptomi Kiralysagokban hasznalt kozmetikumok késekor csupan rovid idefirlést és 300
°C-nél nem magasablbmeérsékletl bkezeléseket alkalmaztak [S9]. (vi) A CMWP eljaras alapjan
megmutattam, hogy: (a) golyos malombkaiit Al-Mg 6tvozetben mind a diszlokacio striiség, mind
pedig a szemcseméret 2 @edés utan telttdést mutat, tovabba az MWP és CMWP maddszerekkel
kapott eredményeket 6sszehasonlitottam [S13, S16, SH4go{yds malombaidrolt alkaliféldfém
fluoridokban kimutattam egy Ujszer( rontgen optikai ifdeencia effektus fellépését, amely @ls
sorban akkor jelenik meg, ha a méreteloszlas jéemanyadaban a szemcseméret 5-10 nm, vagy
annal kisebb [S17]. (vii) Nanokristalyos3Bl4 részecskéinek TEM és rontgen méreteloszlasara igen
j0 egyezést kaptam [S1]. Szamos esetben igazolddott, hogleatronmikroszkopos szubszemcse
méret, diszlokacidslriiség, valamint diszlokacio tigitgnden egyezik a vonalprofil analizis méd-
szerével nyert értékekkel [S1-S22].
Munk&m eredményeképperbéllt egy olyan koherens modszer egyittes, amely alkalnmagkai-
I6nb6Hbb kristalyos anyagok, nevezetesen, fémek, 6tvozetenmiék, lozetek, illetve polimerek
mikroszerkezetének jellemezésére a krisztallit és szeméret, a diszlokacié slrliség, eloszlas és
tipus, illetve a rétegrési hibak alapjan.



